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实现单片机复位不清零 RAM 的方法 

 

在产品的实际运行环境中，可能存在系统电源的异常波动，造成电压低于芯片的可靠工

作电压，从而芯片复位重新运行来确保指令的正常工作。针对部分特殊产品应用，运行过程

中需要状态保持或整定的参数保留时，可以在芯片工作前判断是否欠压复位，当有该需求时，

可以采用有差别的进行初始化处理。这也是本篇文章介绍所有使用的方法。 

为了实现这一目的，首先我们要了解编译器的工作原理，当用户定义带初值值的全局变

量时，编译器会隐性的在代码运行开始将对应的 RAM 地址赋值。因此一旦代码生成每次上电

该变量均为被赋初始值，同时这段隐形代码还负责了其他 RAM 的初始值或清零。要想达到复

位不处理 RAM 的目的。可以基于 2 中思路：1）、编译器提供参数接口，不形成初始值和清零

命令。2）、利用现有的实现模式，重构初始代码的实现。 

如果采用第一种思路，编译器提供参数，则初始化过程 RAM 不清零、不赋值。当如定义

全局变量时代码为 unsigned char  Val_Value=255; 实现模式即为在初始化 RAM 函数中将

对应地址写入数据 0xFF，而参数的选择后编译器处理该变量不赋值，实际上首次上电还是

需要该初始值来指导程序工作，而该需求下的上电复位和低电压复位编译器无法区分，因此

还需要用户的初始化代码部分做跳转代码根据情况选择。在这种模式下，用户需要去修改编

译器的入口给出参数，该项操作自身比较麻烦，还要在代码实现过程中还考虑是上电运行还

是复位运行，要求代码全局变量也不能写为 unsigned char  Val_Value=255;而只能是

unsigned char  Val_Value,在上电运行逻辑的初始化过程加入显式代码赋值

Val_Value=255。对比可知第二种思路下，仍旧考虑初值代码的实现，而不需要更改编译器

的参数，毕竟修改后二次开发还要参数改回。额外要做的事情只是在代码中加一个固定空函

数，二次开发中不需要这种应用的话直接屏蔽即可。 

综合比对后，第二种更能满足产品设计的需求。关于重构的实现，针对原理做以下说明

（仅针对 C语言，汇编需要完全的代码自行编写控制）。对一个 C 语言程序来说，他的入口

就是 main 函数，而 main 函数一定不是存放在程序运行的首地址（约定）。单片机程序的执

行一定是从首地址开始，因此需要加入跳转指令到 main 函数所在的地址。除了处理代码的

编译外，数据的初始化也是编译器要处理的重要部分，而且要在程序运行之前，不然初始的

需求还没实现，代码已经使用就达不到所需的效果。需要在跳转到 main 函数之前一定执行

一段代码实现 RAM 的初始化处理，而该处理不需要用户考虑，有工具自动加入。粘贴如下代

码说明： 

STARTUP .code 0x0000 

NOP 

PAGESEL init_imp 

JMP  init_imp 

 

.global init_imp 
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INIT_IMP .code 

init_imp 

PAGESEL _startup 

CALL _startup 

PAGESEL __gsinit_startup 

CALL __gsinit_startup 

PAGESEL _main 

JMP  _main 

由以上代码可以看到编译器在开始从 main函数运行之前执行了 2个子函数。而这 2

个子函数的目的就包括 RAM的初始化处理，另一就是加载校准信息。 

芯片的数据手册指出运行只有加载了校准信息时才能保证内部的时钟或LDO是准确的，

编译汇编程序时这段代码必须要我们自己编写或复制粘贴， C语言编译器自动添加了调用

代码，能够忽略芯片差异，使我们重点着手系统代码的开发。虽然如此，我们还是可以编写

自己的调用校准代码，即在 C源文件中建立一个函数 void  startup（）{}。在函数内

可以编写自己的校准信息加载方法，可以嵌汇编也可以完全的 C语言。同样原理我们可以

建立一个函数，即             

void  _gsinit_startup（） 

{ 

}实现 RAM的手动代码编写。 

这里做原理说明如下： 

一个函数前面加了一个下划线，一个不加，是因为编译器对代码段名字的约定，见上

面代码示例说明。C语言的函数编译后会在前面加一个下划线。因此写的函数编译后满足逻

辑所需，可以用来替换库或链接器自动生成的方法。而这个替换原则是优先顺序法则。一个

函数就是一个段，编写的源码段就是第一优先级，而库或编译器生成的函数在第二优先级。

当源码中涉及后，编译调用的实体也就变成我们重新写的代码。 

过程原理明白后我们就可以着手编写直接的初始化代码，结合上电标志即可满足复位

运行不清零 RAM的需求，参考示例代码如下。 

unsigned char i; 

//unsigned char i=200; 赋值失败 

// 空函数，使编译器结果对RAM不作为 

void  _gsinit_startup() 

{ 

} 

// 手动上电复位下RAM初始值处理 

void  user_init_ram() 

{ 

 i=200; 

} 

//主函数 

void main() 

{ 
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 if(POR&&LVR==0)// 非上电复位下的 欠压复位 

 { 

  LVR=1;// 可继续监听欠压复位 

 } 

 if(POR==0) //上电复位标志 

 { 

  POR=1; 

  SLVREN=1;// 默认状态为开 

  LVR=1; // 可接受欠压复位标志 

  user_init_ram(); 

 } 

 //=============================== 

 init_mcu(); // 功能初始化 

 while(1) 

 { 

  //  添加自己的代码 

 

 } 

} 

该文指出了实现该功能的工具方法介绍，但该需求的实现应注意一些事项，只有满足

时才能采用这种方法。 

1）全局变量定义时不能赋初始值； 

2）芯片功能不应在一个状态下切换冲突（复位时寄存器值更多的复位或不确定，基

本要重新设定）; 

3）上电标志的逻辑要处理正确（正确识别断电上电和欠压上电）; 

4) 配置字需配置需开启压检测功能，即LVREN=1。建议打开上电延时功能。 

5）必须放置空函数_gsinit_startup使RAM初始化工作不作为。 

6) 欠压不能超多一定的量，否则电气特性上会识别成上电运行，不能保证RAM的值状

态，需要重新初始化。 

 

 


